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5.1.1. Cấu tạo, kí hiệu
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5.1. Transistor trường JFET



5.1.2. Nguyên lý hoạt động
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Để JFET làm việc, phải cung cấp điện áp 1 chiều tới các cực của nó, gọi là phân
cực cho JFET (phân cực cho mối nối GSGS vàvà DSDS)
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5.1. Transistor trường JFET
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5.1.2. Nguyên lý hoạt động
5.1. Transistor trường JFET
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5.1.3. Các thông số của JFEET



5.3.1. D-MOSFET – Depletion Mosfet
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a. a. CấuCấu tạotạo
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b. b. NguyênNguyên lýlý hoạthoạt độngđộng
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Để MOSFET làm việc,
phải cung cấp điện áp 1
chiều tới các cực của nó, gọi
là phân cực cho MOSFET
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DSDS)S

SÑeá
P

D

S

Keânh N

G

NN

NN

ID

IS

VD

D

+

RD

e

e ee
e

5.3.1. D-MOSFET – Depletion Mosfet



5.3.2. E-MOSFET 
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a. a. CấuCấu tạotạo
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b. . NguyênNguyên lýlý hoạthoạt độngđộng
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5.3.2. E-MOSFET – Enhanced




